
 
LTC7066 

 フローティング・グラウンドと調整可能なデッド・タイムを備えた

150Vハーフ・ブリッジ・ドライバ 
 

  Rev. 0 

文書に関するご意見 詳細:www.analog.com 1 
 

特長 

► 独自のシンメトリックなフローティング・ゲート・ド
ライバ・アーキテクチャ 

► 高いノイズ耐性により±10Vのグラウンド差に対応可能 

► ICの電源電圧VCCから独立した最大140Vの入力電圧 

► 5V～14VのVCC動作電圧 

► 4V～14Vのゲート・ドライバ電圧 

► 0.8Ωプルダウン、1.5Ωプルアップによる高速ターン
オン／オフ 

► 適応型シュートスルー保護 

► 調整可能なデッド・タイム 

► TTL/CMOS互換入力 

► VCCのUVLO/OVLOおよびフローティング電源のUVLO 

► デュアルNチャンネルMOSFETを駆動 

► オープンドレイン故障インジケータ（ VCCの
UVLO/OVLO、ゲート・ドライバのUVLO、サーマ
ル・シャットダウン） 

► 熱強化型12ピンMSOPを採用 

► オートモーティブ向けのAEC-Q100に適合 

アプリケーション 
■ オートモーティブ用および工業用電源システム 

■ 電気通信用電源システム 

■ ハーフ・ブリッジおよびフル・ブリッジ・コンバータ 

概要 

LTC®7066は、ハーフ・ブリッジ構成の2つのNチャンネ
ルMOSFETを、最大140Vの電源電圧で駆動します。ハ
イサイド・ドライバとローサイド・ドライバが、それぞ
れ異なるグラウンド・リファレンスを使用してMOSFET

を駆動できるので、ノイズとトランジェントに対して優
れた耐性を備えています。 

0.8Ωプルダウンと1.5Ωプルアップによる強力なMOSFET

ドライバを内蔵しているため、大きなゲート容量の高電
圧MOSFETを使用できます。また、UVLO、TTL/CMOS

互換入力、調整可能なターンオン／オフ遅延、シュート
スルー保護などの機能が追加されています。 

この製品ファミリの類似ドライバについては、次の表を
参照してください。 

 

 

本紙記載の登録商標および商標は、全て各社の所有に属します。 

 

 

標準的応用例 
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絶対最大定格 
（Note 1） 

VCC電源電圧 .................................................. −0.3V～15V 

上側ドライバ電圧（BST） ......................... −0.3V～150V 

下側ドライバ電圧（BGVCC） ..................... −0.3V～150V 

SW、BGRTN ............................................... −10V～150V 

（BST-SW） ................................................. −0.3V～15V 

（BGVCC -BGRTN） ................................... −0.3V～15V 

FLT ................................................................ −0.3V～15V 

DT、BOTIN、TOPIN ....................................... -0.3V～6V 

ドライバ出力TG（SW基準） ....................... −0.3V～15V 

ドライバ出力BG（BGRTN基準） ................ −0.3V～15V 

動作ジャンクション温度範囲 

（Note 2、3） ........................................ −40°C～+150°C 

保存温度範囲.......................................... −65°C～+150°C 

注：特に指定のない限り、すべての電圧はSGNDを基準
としています。 

ピン配置 

 

 

発注情報 

鉛フリー仕上げ テープ＆リール 製品マーキング* パッケージ 温度範囲 

LTC7066RMSE#PBF LTC7066RMSE#TRPBF LTC7066 プラスチック製12ピンMSOP −40°C～+150°C 

オートモーティブ製品** 

LTC7066RMSE#WPBF LTC7066RMSE#WTRPBF LTC7066 プラスチック製12ピンMSOP −40°C～+150°C 

更に広い動作温度範囲で仕様規定されたデバイスについては、弊社または弊社代理店までお問い合わせください。*温度グレードは出荷容器のラベルに表示されて
います。 

鉛フリー製品のマーキングについての詳細はhttp://www.adi.com/leadfree/を参照してください。 

テープ＆リール仕様の詳細については、http://www.adi.com/tapeandreel/を参照してください。 

テープ＆リールの仕様。一部のパッケージは指定された販売チャンネルを通じて500個単位のリールで供給され、製品番号末尾に「#TRMPBF」という記号が付いて
います。 

** このデバイスの各バージョンは、オートモーティブ・アプリケーションの品質と信頼性の条件に対応するよう管理された製造工程により提供されています。こ
れらのモデルは「#W」という記号を付けて指定されます。オートモーティブ・アプリケーション向けには、上記のオートモーティブ・グレード製品のみを提
供しています。特定の製品のオーダー情報や、これらのモデルの具体的な自動車信頼性レポートについては、アナログ・デバイセズの販売代理店にご相談くだ
さい。 

 

電気的特性  

●は、仕様規定された動作温度範囲にわたり適用される仕様であることを示します。それ以外の仕様は、TA = 25°Cでの値です

（Note 2）。特に指定のない限り、VCC = VBGVCC = VBST = 10V、VBGRTN = VSW = 0V。 

 

https://www.analog.com/jp/products/ltc7066.html?doc=LTC7066.pdf
https://www.analog.com/jp/products/ltc7066.html?doc=LTC7066.pdf
https://www.analog.com/jp/index.html
https://www.analog.com/jp/about-adi/quality-reliability/material-declarations.html
http://www.adi.com/tapeandreel/
https://www.analog.com/media/en/package-pcb-resources/package/tape-reel-rev-n.pdf


LTC7066 
 

 

  Rev. 0 

 
詳細:www.analog.com 3 

 

電気的特性 

●は、仕様規定された動作温度範囲にわたり適用される仕様であることを示します。それ以外の仕様は、TA = 25°Cでの値です

（Note 2）。特に指定のない限り、VCC = VBGVCC = VBST = 10V、VBGRTN = VSW = 0V。 
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電気的特性 

●は、仕様規定された動作温度範囲にわたり適用される仕様であることを示します。それ以外の仕様は、TA = 25°Cでの値です

（Note 2）。特に指定のない限り、VCC = VBGVCC = VBST = 10V、VBGRTN = VSW = 0V。 

Note 1：上記の絶対最大定格を超えるストレスを加えるとデバイスに恒久的

な損傷を与えることがあります。デバイスを長期間にわたり絶対最大定格状

態に置くと、デバイスの信頼性と寿命に影響を与えることがあります。 

Note 2：LTC7066Rは-40°C～150°Cの動作ジャンクション温度範囲で仕様規

定されています。ジャンクション温度が高いと動作寿命が低下します。寿命

の低下は、125°Cを超えるジャンクション温度で始まります。ここに示した仕

様を満たす最大周囲温度は、特定の動作条件の他、基板レイアウト、パッケ

ージの定格熱抵抗、その他の環境要因などの組み合わせによって決まります。 

Note 3：TJは、次式を使って周囲温度TAと消費電力PDから計算します。 

LFCSPパッケージの場合、TJ = TA + (PD • 51 °C/W)  

MSOPパッケージの場合、TJ = TA + (PD • 40 °C/W) 

Note 4：総電流には、BGVCC/BSTからBGRTN/SWへ流れる電流と、SGND

へ流れる電流が含まれます。動作時の電源電流は、スイッチング周波数で供

給されるゲート電荷によって増加します。 

Note 5：立上がり時間と立下がり時間は、10%と90%のレベルで測定してい

ます。 

 

 

代表的な性能特性 

特に指定のない限り、TA = 25℃。 

 

TOPIN/BOTINピンの閾値と温度の関係 

 

 

静止電源電流と電源電圧の関係 

 

VCCの低電圧ロックアウト閾値と温度の

関係 
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https://www.analog.com/jp/products/ltc7066.html?doc=LTC7066.pdf
https://www.analog.com/jp/index.html


LTC7066 
 

 

  Rev. 0 

 
詳細:www.analog.com 5 

 

代表的な性能特性 

特に指定のない限り、TA = 25℃ 

VCCの過電圧ロックアウト閾値と温度

の関係 

 

立上がり時間および立下がり時間と 

フローティング電源電圧の関係 

 

伝搬遅延と温度の関係 

 

電源電流と入力周波数の関係 

 

立上がり時間および立下がり時間と 

負荷容量の関係 

 

デッド・タイムとRDTの関係 

 

スイッチング電源電流と負荷容量の 

関係 

 

伝搬遅延とフローティング電源電圧の

関係 

 

デッド・タイムとフローティング電源

電圧の関係 
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代表的な性能特性 

特に指定のない限り、TA = 25℃ 

 

デッド・タイムと温度の関係 

 

TG/BGのプルアップおよびプルダウン

抵抗と温度の関係 

 

TG/BGのプルアップおよびプルダウン

抵抗とフローティング電源電圧の関係 

 

 

ピン機能 

VCC：VCC電源。ICのバイアス電源はSGNDピンを基準に
しています。内蔵4.5V電源はVCCから生成され、内部回
路の大半にバイアスを供給します。0.1µF以上のバイパ
ス・コンデンサを、このピンとSGNDピンの間に接続し
てください。 

BGVCC：下側MOSFETドライバの電源。下側MOSFETの
ゲート・ドライバはこのピンとBGRTNピンの間でバイ
アスされます。このピンとBGRTNピンの間に外付けコ
ンデンサを接続し、ICの近くに配置してください。 

BGRTN：下側MOSFETドライバのリターン。上側ゲー
ト・ドライバはBGVCCとBGRTNの間でバイアスされま
す。 BGRTNは、ノイズ耐性を高めるために下側
MOSFETのソース・ピンにケルビン接続してください。
BGRTNピンとSGNDの間の電圧差は–10V～150Vの範囲
になります。 

BG：下側MOSFETのゲート・ドライバ出力。このピン
は、NチャンネルMOSFETのゲートをBGRTNからBGVCC

の電圧範囲で駆動します。 

BST：上側MOSFETドライバの電源。上側MOSFETのゲ
ート・ドライバは、このピンとSWピンの間でバイアス
されます。このピンとSWピンの間に外付けコンデンサ
を接続し、ICの近くに配置してください。 

SW：上側MOSFETドライバのリターン。上側ゲート・
ドライバはBSTとSWの間でバイアスされます。SWを上
側MOSFETのソース・ピンにケルビン接続して、ノイズ
耐性を高めます。SWピンとSGNDの間の電圧差は–10V

～150Vの範囲になります。 

TG：上側MOSFETのゲート・ドライバ出力。このピン
は、NチャンネルMOSFETのゲートを、SWからBSTの電
圧範囲で駆動します。 

DT：SGNDピンを基準にしたデッド・タイム調整ピン。
このピンとSGNDの間に抵抗を1つ接続し、BG/TGロー
からTG/BGハイまでの伝搬遅延を設定します。詳細につ
いては、動作のセクションを参照してください。 

TOPIN：上側ドライバのロジック入力。TOPINがバイ
アスされていないかフローティングの場合、TGはロー
に維持されます。 

BOTIN：下側ドライバのロジック入力。BOTINがバイ
アスされていないかフローティングの場合、BGはロー
に維持されます。 

FLT：SGNDピンを基準にしたオープンドレイン故障出
力ピン。VCCがUVLO/OVLO状態、およびフローティン
グ電源がUVLO状態の間、オープンドレイン出力は
SGNDまで低下します。プルダウン抵抗は60Ω（代表値）
です。 

SGND：チップのグラウンド。電気的な接触と定格の熱
性能を確保するため、露出パッドはPCBのグラウンドに
ハンダ付けしてください。 
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ブロック図 

 

 

タイミング図 
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動作 

概要 

LTC7066は、グラウンドを基準にした低電圧デジタル信
号入力を2個搭載し、ハーフ・ブリッジ構成の2つのNチ
ャンネル・パワーMOSFETを駆動します。出力BGは、
BOTINピンに応じてハイまたはローに駆動され、振幅は
BGVCCからBGRTNの範囲になります。同様に、出力TG

の振幅はBSTからSWの範囲です。各チャンネルは、そ
れぞれの入力ピン（TOPINとBOTIN）で制御できるため、
出力のオン／オフ状態を独立に制御可能ですが、TGお
よびBGの出力を同時にハイにすることはできません。 

LTC7066は、ノイズとトランジェント耐性に優れた堅牢
な駆動が可能で、スイッチ・ノード（SW、BGRTN）の
負のグラウンド差には大きな許容誤差（−10V）を持ち
ます。シンメトリックな設計により、ハーフ・ブリッジ
出力は入力ロジックの反転出力、または非反転出力にす
ることができます。 

VCC電源 

VCCはLTC7066の内部回路の電源です。内部の4.5V電源
はVCCから生成され、SGNDを基準にする内部回路の大
半にバイアスを供給します。SGNDとBGRTNの電位が
等しい場合は、VCCピンをBGVCCピンに接続することも
可能です。VCCはVINとは無関係です。 

入力段（TOPIN、BOTIN） 

LTC7066は、遷移閾値が固定されたロジック入力を2個
搭載しています。TOPINの電圧が閾値VIH(TOPIN) より高く
なると、TGがBSTまでプルアップされてハイサイド
MOSFETをオンします。このMOSFETは、TOPINがVIL

（TOPIN）より低くなるまでオンを維持します。同様に、
BOTINがVIH(BOTIN) より高くなると、BGがBGVCCまでプ
ルアップされてローサイドMOSFETをオンします。BG

は、BOTINが閾値VIL(BOTIN) より低くなるまでハイを維持
します。 

それぞれのVIHおよびVILの電圧レベル間のヒステリシ
スにより、スイッチング遷移時のノイズによる誤トリガ
がなくなります。ただし、特に高周波数や高電圧のアプ
リケーションでは、ノイズが入力ピン（TOPIN、BOTIN）
に結合しないよう注意する必要があります。 

 

TOPIN/BOTINピンとSGNDの間には1000kΩの内部プル
ダウン抵抗があり、TOPIN/BOTINピンがフローティン
グの場合、入力が駆動されていないときにTG/BGのデフ
ォルト状態をローに維持するようになっています。 

スイッチング・レギュレータ・アプリケーションでは、
PWM制御ICでTOPINとBOTINの両方の入力ピンを使用
して、不連続導通モード（DCM）で動作させることも
可能です。 

出力段 

LTC7066の出力段の簡略図を図1に示します。TGとBG

はシンメトリックに設計されており、どちらもフローテ
ィング・ゲート・ドライバ出力を備えています。プルア
ップ・デバイスは、RDS（ON）が1.5Ω（代表値）のPMOS

で、プルダウン・デバイスはRDS(ON)が0.8Ω（代表値）の
NMOSです。ドライバ電源の電圧範囲が4V～14Vと幅広
いため、ロジック・レベルのMOSFETや閾値の高い
MOSFETなど、様々なパワーMOSFETを駆動できます。
ただし、LTC7066は閾値の高いMOSFET用に最適化され
ています（例えば、BST-SW = 10VおよびBGVCC-BGRTN 

= 10V）。ドライバ出力のプルアップ抵抗とプルダウン
抵抗は、ドライバの電源電圧が低くなるほど大きくなり
ます。 

 

図1. ハーフ・ブリッジに構成された出力段の簡略図 
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動作

一般に、パワーMOSFETはコンバータの電力損失の大部
分を占めるため、オンとオフを高速化して遷移時間と電
力損失を最小限に抑えることが重要です。LTC7066の
1.5Ωのプルアップ抵抗と0.8Ωのプルダウン抵抗（いずれ
も代表値）は、ドライバ電源が10Vのとき、3Aのピー
ク・プルアップ電流と6Aのピーク・プルダウン電流に
相当します。BGとTGは、どちらも3.3nFの負荷を18nsの
立上がり時間で駆動する能力を備えており、MOSFETの
高速ターンオンを実行できます。 

更に、ドライバ出力での強力なプルダウンにより、相互
導通電流を防止します。例えば、図1に示すハーフ・ブ
リッジ構成では、BGがローサイド・パワーMOSFETを
オフにしてTGがハイサイド・パワーMOSFETをオンに
すると、SWピンの電圧は極めて急速にVINまで上昇し
ます。この高周波の正電圧トランジェントは、ローサイ
ド・パワーMOSFETのCGDの容量を通じてBGピンと結
合します。BGピンの電圧が十分に低く保持されていな
いと、BGピンの電圧がローサイド・パワーMOSFETの
閾値電圧より高くなり、瞬間的にオンに戻る可能性があ
ります。その結果、ハイサイドとローサイドの両方の
MOSFETが導通し、MOSFETを介してVINからグラウン
ドへ大量の相互導通電流が流れ、これにより、大きな電
力損失が発生して、場合によってはMOSFETを損傷させ
る可能性があります。この理由から、BGピンとTGピン
のPCBパターンを短くして、寄生インダクタンスを最小
限に抑えることを推奨します。 

保護回路 

LTC7066を使用するときは、絶対最大定格のセクション
で規定されているすべての定格を超えないように注意す
る必要があります。付加的な防護策として、LTC7066は
過熱シャットダウン機能を内蔵しています。ジャンクシ
ョン温度が約180°Cに達すると、LTC7066はサーマル・
シャットダウン・モードに入り、BGの電圧はBGRTNの
電圧まで低下し、TGの電圧はSWの電圧まで低下します。
ジャンクション温度が165°Cより低くなると、通常動作
が再開します。過熱レベルの出荷テストは実施していま
せん。LTC7066は、150°Cより低い温度で動作すること
が確認されています。 

LTC7066は、VCC電源をモニタする低電圧ロックアウト
検出器と過電圧ロックアウト検出器を内蔵しています。
VCCが4.3Vより低くなるか、14.6Vより高くなると、出
力ピンのBGはBGRTNまで、TGはSWまで低下し、外付
けのMOSFETは両方ともオフになります。VCCが電源電
圧として十分な値になり、かつ過電圧閾値より低くなる
と、通常動作が再開されます。 

各フローティング・ドライバ電源には、追加の低電圧ロ
ックアウト回路が内蔵されています。BGVCCとBGRTN

の間のフローティング電圧が3.3Vより低くなると、BG

はBGRTNまで低下します。同様に、BSTとSWの間のフ
ローティング電圧が3.3Vより低くなると、TGはSWまで
低下します。 

VCC、BST-SW間、およびBGVCC-BGRTN間の保護機能
は、いずれもヒステリシスを備えています。電源からの
グラウンド・ノイズがある場合、このヒステリシスがチ
ャタリングを防止します。また、デバイスがスイッチン
グを開始して自己消費電流が瞬間的に増加したときの小
さなバイアス電圧降下のほか、BGの最初のターンオン
時にブートストラップ回路がブートストラップ・コンデ
ンサを充電することでVCC電圧が降下したときに生じる
小さなバイアス電圧降下も、このヒステリシスによって
許容できます。 

通常動作と低電圧／過電圧のロジック表を表1に示します。 

表1. 通常動作と低電圧／過電圧のロジック 

 

注：「X」は「ドント・ケア」、「H」は「ハイ」、「L」は「ロー」。 

適応型シュートスルー保護 

内蔵の適応型シュートスルー保護回路は、外付け
MOSFETをモニタして、MOSFETが同時に導通しないよ
うにします。LTC7066では、上側MOSFETのゲート・ソ
ース間電圧が十分に低くなるまで、下側MOSFETをオン
にすることはできません。逆の場合も同様です。この機
能は、スイッチング遷移時に2つのMOSFET間を流れる
可能性のあるシュートスルー電流をなくすことによって、
効率と信頼性を向上させます。 
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動作

調整可能なデッド・タイム 

高電圧ハーフ・ブリッジ構成のアプリケーションやスイ
ッチド・キャパシタ・コンバータのアプリケーションで
堅牢なシュートスルー保護を実現するため、LTC7066に
は、BG/TGのローからTG/BGのハイへの遷移時に伝搬遅
延（デッド・タイム）を調整できるDTピンが搭載され
ています。DTピンとSGNDの間に外部抵抗（RDT）を
接続することにより、BGローからTGハイへの伝搬遅延
と、TGローからBGハイへの伝搬遅延の両方を設定しま
す。これらの関係については、図2を参照してください。
RDTが100kΩより小さい場合、デッド・タイムは次式に
より概算できます。 

 

DTピンをSGNDに短絡した場合、デッド・タイムは32ns

です。DTピンをフローティング状態にした場合、デッ
ド・タイムは約250nsです。 

 

図2.デッド・タイムとRDTの関係 

入力ロジックと出力ロジックの関係 

LTC7066の出力信号のデッド・タイムは、常に、ドライ
バの最小デッド・タイムtdt、または入力信号が持つデ
ッド・タイムより長く設定されます。TOPINがハイの間
にBOTINがハイになった場合、TOPINはBOTINの立上
がりエッジをミュートします。BGは、TOPINがローに
なった後tdt経ってからハイになります。逆の場合も同
様です。コントローラからのタイミングが間違っている
場合に、この機能によって相互導通をなくすと共に、出
力が他の入力によって妨害されるのを防ぎます。通常動
作用にプログラムされたデッド・タイムの設定値には影
響しません。図3に、ドライバのデッド・タイム・ロジ
ックについての様々な動作条件と説明を示します。 

 

図3. LTC7066の入力ロジックと出力ロジックの関係 

 

条件A：TOPINがハイ、BOTINがローに遷移。BOTINに
よってBGが直ちにローになり、TGはtdt後にハイになり
ます。 

条件B：TOPINがロー、BOTINがハイに遷移。TOPINに
よってTGが直ちにローになり、BGはtdt後にハイになり
ます。 

条件C：TOPIN立上がりのデッド・タイム、および
BOTIN立下がりのデッド・タイムはtdtより長いため、
TOPINがハイになるとすぐにTGがハイになります。 

条件D：TOPIN立下がりのデッド・タイム、および
BOTIN立上がりのデッド・タイムはtdtより長いため、
BOTINがハイになるとすぐにBGがハイになります。 

条件E：BOTINがまだハイのときにTOPINがハイに遷移。
BOTINはTOPINの立上がりエッジをミュートします。
TGは、BOTINがローになった後tdt経ってからハイにな
ります。 

条件F：TOPINがまだハイのときにBOTINがハイに遷移。
TOPINはBOTINの立上がりエッジをミュートします。
BGは、TOTINがローになった後tdt経ってからハイにな
ります。 

注：TGはSWを、BGはBGRTNを基準としています。 
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動作

フォルト・フラグ 

FLTピンは内部NチャンネルMOSFETのオープンドレイ
ンに接続されています。このピンには、VCCやその他の
バイアス電圧（最大15V）などの電源に接続したプルア
ップ抵抗（例：51kΩ）が必要です。以下のいずれかの
条件を満たすと、FLTピンの電圧は直ちにSGNDまで低
下します。 

a. VCCがUVLO閾値より低いかOVLO閾値より高い。 

b. （BGVCC-BGRTN）間の電圧がUVLO閾値より低い。 

c. （BST-SW）間の電圧がUVLO閾値より低い。 

d. ジャンクション温度がほぼ180°Cに達している。 

すべてのフォルト条件が解消されると、デバイスが持つ
100µsの遅延時間経過後に、外付け抵抗によってFLTピ
ンがプルアップされます。 

 

アプリケーション情報 

ブートストラップ電源（BGVCC-BGRTN間、BST-SW間） 

BGVCC-BGRTN間の電源およびBST-SW間の電源のいず
れか一方または両方をブートストラップ電源にすること
ができます。BGVCCとBGRTNの間、またはBSTとSWの
間に接続された外付けの昇圧コンデンサCBは、それぞ
れのMOSFETドライバのゲート・ドライバ電圧を供給し
ます。外付けMOSFETをオンにするときは、ドライバが
MOSFETのゲート・ソース間にCBの電圧を印加します。
これによってMOSFETが導通し、オンになります。 

外付けMOSFETをオンにするための電荷はゲート電荷
QGと呼ばれ、通常は外付けMOSFETのデータシートに
仕様が規定されています。昇圧コンデンサCBは、外付
けMOSFETを完全にオンにするために、ゲート容量の10

倍以上にする必要があります。ゲート電荷は、5nC～数
百nCの範囲の値になる可能性があり、使用する外付け
MOSFETのゲート駆動レベルおよびタイプに影響されま
す。ほとんどのアプリケーションでは、CBのコンデン
サ値を 0.1µFにすれば十分です。ただし、複数の
MOSFETを並列接続してLTC7066で駆動する場合は、そ
れに応じてCBの容量を増やし、次式の関係を維持する
必要があります。 

 

CBを充電状態に保つには、外部電源（通常はショット
キー・ダイオードを介して接続したVCC）が必要です。
LTC7066はCBを充電せず、常にCBを放電します。
BG/TGがハイの場合にBGVCC/BSTからBGRTN/SWおよ
びSGNDへ流れる総電流は146µA（代表値）で、BG/TG

がローの場合にBGVCC/BSTから流れる総電流は9µA（代
表値）です。 

 

消費電力 

正常な動作と長期信頼性を確保するため、最大温度定格
を超えてLTC7066を動作させてはなりません。パッケー
ジのジャンクション温度は次のように計算します。 

 

ここで、 

TJ = ジャンクション温度  

TA = 周囲温度  

PD = 消費電力 

JA = ジャンクションと周囲の間の熱抵抗 

消費電力は、スタンバイ、スイッチング、および容量性
負荷の電力損失を合計したものです。 

 

ここで、 

PDC = 静止消費電力 

PAC = 入力周波数fINでの内部スイッチング損失  

PQG = ゲート電荷QGの外付けMOSEFTを周波数fINでオ
ン／オフすることによる損失 

LTC7066の静止電流はごくわずかで、VCC = 10VでのDC

電力損失は(10V)(0.3mA) = 3mWに過ぎません。 

特定のスイッチング周波数では内部の電力損失が増加し
ますが、その原因は、内部ノードの容量を充放電するた
めに必要なAC電流と、内部ロジックのゲートを流れる
相互導通電流です。 
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アプリケーション情報

無負荷時の静止電流および内部スイッチング電流の合計
を代表的な性能特性セクションにある「スイッチング電
源電流と入力周波数の関係」のグラフに示します。 

ゲート電荷損失の主な要因は、スイッチング時に外付け
MOSFETの容量を充放電するために必要な大量のAC電
流です。BGとTGの純粋な容量性負荷CLOADが等しい場
合、スイッチング周波数fINでの負荷損失は次のようにな
ります。 

 

標準的な同期整流式降圧構成では、VCCを下側MOSFET

ドライバの電源（BGVCC）に接続します。VBST-SWはVCC-

VDと同じ値です。ここで、VDは、VCCとBSTの間の外付
けショットキー・ダイオードの順方向電圧降下です。こ
の電圧降下がVCCと比べて小さい場合、負荷損失は次の
ように概算できます。 

 

純粋な容量性負荷と異なり、ドライバ出力から見たパワ
ーMOSFETのゲート容量は、スイッチング時のVGSの電
圧レベルに応じて変化します。MOSFETの容量性負荷の
消費電力は、そのゲート電荷QGを使用して計算できま
す。MOSFETのVGSの値（この場合はVCC）に対応する
QGの値は、メーカーのQGとVGSの関係を示す曲線から簡
単に求めることができます。BGとTGでMOSFETが同一
の場合は、次のようになります。 

 

バイパス処理とグラウンディング 

LTC7066では、スイッチングが高速（ナノ秒の単位）で
AC電流が大きい（アンペアの単位）ので、VCC、VBST-

SW、VBGVCC-BGRTNの各電源に対して適切にバイパス処理

を行う必要があります。部品配置とPCBパターン配線に
慎重さを欠くと、過度なリンギングやアンダーシュート
／オーバーシュートが生じるおそれがあります。 

最適な性能を得るため、LTC7066を以下のように構成し
ます。 

⚫ バイパス・コンデンサは、VCCピンとSGNDピンの間、
BGVCCピンとBGRTNピンの間、およびBSTピンと
SWピンの間のできるだけデバイスに近い位置に取り
付け、リード線はできるだけ短くしてリード線のイ
ンダクタンスを低減します。 

⚫ 低インダクタンス、低インピーダンスのグランド・
プレーンを使用して、グラウンドの電圧降下や浮遊
容量を低減します。LTC7066が切り替えるピーク電
流は5Aを超えるため、グラウンドで大きな電圧降下
が生じると信号の完全性が損なわれます。 

⚫ 電源／グラウンドの配線は慎重に設計します。大量
の負荷スイッチング電流がどこからどこへ流れるの
かを把握し、入力ピンと出力パワー段のグラウンド
のリターン・パスを別々にしてください。 

⚫ TGピンを上側MOSFETのゲートに、SWピンを上側
MOSFETのソースに、それぞれケルビン接続します。
また、BGピンを下側MOSFETのゲートに、BGRTN

ピンを下側MOSFETのソースに、それぞれケルビン
接続します。ドライバ出力ピンと負荷の間の銅箔パ
ターンは短く広いものにしてください。 

⚫ LTC7066のパッケージ裏面にある露出パッドを基板
にハンダ付けしてください。裏面の露出パッドと銅
箔基板との間で熱的に十分な接触を確保できないと、
熱抵抗がパッケージの規定値よりはるかに大きくな
ります。 

 

 

https://www.analog.com/jp/products/ltc7066.html?doc=LTC7066.pdf
https://www.analog.com/jp/products/ltc7066.html?doc=LTC7066.pdf
https://www.analog.com/jp/index.html


LTC7066 
 

 

  Rev. 0 

 アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることに万全を期していますが、その利用に関して、ある

いは利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。仕様は予告なく変更される場合が

あります。アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。 13 
 

パッケージの説明 

MSEパッケージ 

12ピン・プラスチックMSOP、露出パッド付き 
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標準的応用例 

高入力電圧の降圧コンバータ 

 

関連製品 

製品番号 説明 注釈 

LTC7060 フローティング・グラウンドとプログラ

ム可能なデッド・タイムを備えた100V

ハーフ・ブリッジ・ドライバ 

最大100Vの電源電圧、6V ≤ VCC ≤ 14V、0.8Ωのプルダウンと1.5Ωのプルアッ

プ、シンメトリックなフローティング・ゲート・ドライバ・アーキテクチャ、
31ns～76nsの範囲で調整可能なデッド・タイム 

LTC7062 100Vデュアル・ハイサイドMOSFETゲ
ート・ドライバ 

最大100Vの電源電圧、5V ≤ VCC ≤ 14V、0.8Ωのプルダウンと1.5Ωのプルアッ
プによる高速ターンオン／オフ、シンメトリックなフローティング・ゲート・

ドライバ・アーキテクチャ 

LTC7063 フローティング・グラウンドとプログラ

ム可能なデッド・タイムを備えた150V

ハーフ・ブリッジ・ドライバ 

最大150Vの電源電圧、6V ≤ VCC ≤ 14V、0.8Ωのプルダウンと1.5Ωのプルアッ

プ、シンメトリックなフローティング・ゲート・ドライバ・アーキテクチャ、
31ns～76nsの範囲で調整可能なデッド・タイム 

LTC4449 高速同期整流式NチャンネルMOSFETド
ライバ 

最大38Vの電源電圧、4V ≤ VCC ≤ 6.5V、適応型シュートスルー保護、DFN-8パ
ッケージ（2mm × 3mm） 

LTC4442/ LTC4442-1 高速同期整流式NチャンネルMOSFETド
ライバ 

最大38Vの電源電圧、6V ≤ VCC ≤ 9.5V、2.4Aピークのプルアップ／5Aピーク
のプルダウン 

LTC4444/ LTC4444-5 高速同期NチャンネルMOSFETドライ

バ、シュートスルー保護 

最大100Vの電源電圧、4.5V/7.2V ≤ VCC ≤ 13.5V、3Aピークのプルアップ／

0.55Ωピークのプルダウン 

LTC7851 高精度の電流分担機能を備えたクワッド

出力、マルチフェーズ、降圧電圧モード
のDC/DCコントローラ 

パワー・ブロック、DrMOS、または外部ドライバおよびMOSFETを組み合わ

せて動作、3V ≤ VIN ≤ 24V 

LTC3861 高精度の電流分担機能を備えたデュアル
出力、マルチフェーズ、降圧電圧モード
のDC/DCコントローラ 

パワー・ブロック、DrMOS、または外部ゲート・ドライバおよびMOSFETを
組み合わせて動作、3V ≤ VIN ≤ 24V 

LTC3774 1mΩ以下のDCR検出機能を備えたデュ

アル出力、マルチフェーズ、電流モード
の同期整流式降圧DC/DCコントローラ 

DrMOS、パワー・ブロック、または外部ドライバ／MOSFETを組み合わせて

動作、4.5V ≤ VIN ≤ 38V、0.6V ≤ VOUT ≤ 3.5V 

LTC7061 フローティング・グラウンドと調整可能
なデッド・タイムを備えた100Vハー
フ・ブリッジ・ゲート・ドライバ 

最大100Vの電源電圧、5V ≤ VCC ≤ 14V、0.8Ωのプルダウン、1.5Ωのプルアッ
プ、2個の入力、シンメトリックなフローティング・ゲート・ドライバ・アー
キテクチャ、31ns～76nsの範囲で調整可能なデッド・タイム 
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